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摘要(译)

像素TFT（沟道201）沿着栅极线61形成，使得沟道201的中心位于布置
在线A-A上的位置，该线穿过相邻的两条数据线81之间的中间位置。栅极
侧LDD区域41和像素像素TFT的侧LDD区42关于线A-A对称地形成，并且
存储电容器关于线A-A对称地形成。利用这种结构，可以使液晶显示装置
的每个像素TFT的两个LDD区域中的漏电流彼此相等。
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